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Saput tipis timah (IV) oksida disediakan secara penyejatan vakum dengan 

tekanan kurang dar ipada 10'5 mbar pada ketebalan 50-400 nm Saput  yang disediakan 

pada suhu bilik {30°C) disepuh lindap pada suhu 200°C, 400°C dan 600°C selama 3 

jam dalam udara Analisis pembelauan sinar-X menunjukkan saput amorfus pada suhu 

bilik berubah kepada polihablur dan teroksida selepas disepuh lindap Analisis optik 

menunjukkan jurang  tenaga dan indeks biasan saput berubah terhadap suhu sepuh 

lindap dan ketebalan saput. Kerintangan saput berkurang terhadap suhu pemanasan 

dan ber tambah terhadap masa dedahan dalam gas oksigen dan udara Pencirian 

elektrik pada sampel s truktur terapit (A l -S n O rA l )  menunjukkan konduksi  arus cas 

ruang terhad dan berubah kepada konduksi  Schot tky apabila didedahkan dalam 

atmosfera Kekonduksian a u sampel tersebut adalah berbanding lurus dengan o ' ,  

dengan o  adalah frekuensi sudut dan s  adalah kuantiti bersandar terhadap suhu Nilai 

s  berkurangan apabila suhu ber tambah



Thin films o f  tin ( IV) oxide have been prepared using vacuum evaporation 

with thicknessess from 50-400 nm at pressure less than 10'5 mbar The as-prepared 

samples were annealed in air at selected temperatures o f  200°C, 400°C and 600°C for

3 hours in air X-ray diffraction analysis showed that the annealed samples o f  

amorphous  form to polycrystal and oxidized Optical measurement  indicated changes 

in the energy gap and refractive index with annealing temperature  and sample 

thickness The resistivity o f  the film decreased with heating temperature and 

increased with time after exposed in oxygen, helium and air Electrical characteristic 

for sandwich samples (AI-SnO;-Al) showed that the conduct ion was space charge 

limited current and changes to Schot tky conduction after exposed in air The a c 

conduct ivi ty at these samples is proport ional  to co\ where co is the angular frequency 

and s ia a temperature dependent quantity. The value o f  s  decreased with increase in 

temperature
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(Kad ASTM 21-1250) bahan SnO;.
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Nilai-nilai n , k , E? dan Tr pada julat panjang 

gelombang 500-650 nm terhadap saput dengan 

suhu 30°C. 200°C, 400°C dan 600°C

Nilai jurang tenaga terhadap tebal saput SnO: berbeza-beza

Nilai pemalar dielektrik, e  pada julat panjang gelombang

650-800 nm bagi ketebalan saput SnO: berbeza-beza.

Kerintangan,  p dan kekonduksian,  a  saput tipis SnO: (522 nm)

bagi suhu sepuh lindap (T,) berbeza-beza pada suhu bilik

Tenaga  pengaktifan saput SnO; dalam

dua julat suhu sepuh lindap

Kerintangan saput tipis SnO: yang diukur  pada

suhu pemanasan berbeza-beza terhadap

saput  30°C, 200°C, 400°C dan 600°C dalam keadaan vakum

Tenaga pengaktifan, AE bagi saput dalam dua julat suhu

pemanasan terhadap saput 30°C, 200°C,

400°C dan 600°C dalam vakum
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pemanasan terhadap saput 30°C, 200°C,

400°C dan 600°C dalam ruang udara

Tenaga pengaktifan. AE  bagi saput dalam dua julat suhu

pemanasan terhadap saput 30°C, 200°C.

400°C dan 600°C dalam ruang oksigen

Nilai-nilai ker intangan saput SnO: yang disepuh lindap

pada suhu 600°C diukur pada tekanan kebuk yang berbeza

Nilai-nilai ker intangan bagi saput suhu 600°C dalam

ruang vakum dan dalam persekitaran udara

Nilai indek s yang dikira sebagai fungsi suhu dan frekuensi

Tenaga pengaktifan. A/v yang diperolehi dalam
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Gambarajah peralatan kriostat jenis Oxford DN 1704

(a) (Bahagian dalaman)

(b) (Bahagian luaran)

Pengukuran arus-voltan dengan pengaliran gas

Corak belauan sinar-X ke atas bahan S n 0 2 iaitu

(X), (Y) dan (Z) dengan ketulenan berbeza

Corak pembelauan sinar-X terhadap saput S n 0 2 (30°C)

dan yang disepuh lindap (suhu 200°C, 400°C dan 600°C)

selama 3 jam dalam persekitaran atmosfera

Tebal saput adalah 522 nm

Nilai parameter kekisi (a dan c) terhadap saput S n 0 2 

yang disepuh lindap pada suhu berbeza 

Kekisi bravais s truktur  tet ragonal  dan heksagonal 

dalam tiga dimensi

G ra f  saiz butiran hablur S n 0 2 terhadap suhu sepuh lindap 

G ra f  peratus kehantaran. T, terhadap panjang gelombang.  /. 

bagi saput tipis S n 0 2 pada suhu bilik (30°C) dan yang 

disepuh lindap pada suhu 200°C, 400°C dan 600°C 

G ra f  pekali penyerapan. a 2 terhadap tenaga foton. E bagi 

saput S n 0 2 pada suhu bilik (30°C) dan yang disepuh 

lindap pada suhu (suhu 200°C, 400°C dan 600"C)

Perubahan indeks biasan, n pada julat panjang gelombang 

500 - 650 nm terhadap saput suhu bilik (30°C) dan saput 

sepuh lindap pada suhu 200°C, 400°C dan 600°C 

Perubahan pemalar pemupusan, k terhadap julat 

panjang gelombang 300 - S00 nm bagi 

saput 30°C. 200°C. 400°C dan 600°C 

Perubahan n dan k, £ g dan T r terhadap sampel tersedia 

dan yang disepuh lindap dipisahkan oleh tiga daerah 

yang dikenalpasti A (amorfus).  B (polihablur SnO > Sn O ; ) 

dan C (polihablur S n 0 2 > SnO) pada julat ). 500-650 nm
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Perubahan spekterum kehantaran,  T r terhadap 

panjang gelombang,  X bagi saput tipis SnO; 

dengan ketebalan berbeza-beza.

G ra f  pekali penyerapan, a 2 melawan tenaga foton. E 

terhadap saput SnO; dengan ketebalan berbeza 

yang disediakan pada suhu bilik (30°C)

Perubahan jurang tenaga, £ g terhadap tebal saput SnO;,  <J 

Perubahan indeks biasan, n terhadap panjang gelombang 

bagi saput SnO; dengan ketebalan berbeza-beza 

Perubahan pemalar pemupusan,  k terhadap panjang 

gelombang bagi saput SnO; dengan berbagai ketebalan 

Perubahan nilai indeks biasan, n dan pemalar 

pemupusan,  k terhadap ketebalan saput 

pada panjang gelombang tinggi, X = 750 nm 

Perubahan pemalar dielektrik. e terhadap 

panjang gelombang

Perubahan kerintangan dan kekonduksian saput tipis SnO;

terhadap saput suhu bilik (30°C) dan saput sepuh lindap

(200°C, 400°C dan 600°C) yang diukur pada suhu bilik

G ra f  In p melawan salingan suhu sepuh lindap, 1000/T*

bagi saput yang diukur  pada suhu bilik

Perubahan kerintangan saput tipis SnO; terhadap suhu

pemanasan,  T p berbeza bagi saput 30°C. 200°C. 400°C

dan 600cC yang diukur  dalam keadaan vakum

Graf  In p melawan salingan suhu pemanasan,  1000/Tr

bagi saput 30°C. 200°C. 400oC dan 600°C yang

diukur  dalam keadaan vakum
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Perubahan kerintangan saput  tipis SnO; terhadap suhu

pemanasan.  Tp berbeza bagi saput 30°C. 200°C, 400°C

dan 600°C yang diukur dalam persekitaran udara 91
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Perubahan tenaga pengaktifan, All terhadap

suhu sepuh lindap, T,  bagi dua julat suhu

pemanasan dalam perseki taran udara 93

Perubahan kerintangan saput tipis SnO; terhadap suhu

pemanasan,  Tp berbeza bagi saput 30°C. 200°C. 400°C

dan 600°C yang diukur  dalam persekitaran oksigen 95

G ra f  In p melawan salingan suhu pemanasan,  1000/T,

bagi saput 30°C, 200°C. 400°C dan 600°C yang

diukur dalam persekitan oksigen 96

Perubahan tenaga pengaktifan, Al. terhadap

suhu sepuh lindap. T, bagi dua julat suhu pemanasan

dalam persekitaran oksigen 98

Tenaga pengaktifan saput SnO; dengan suhu saput

30°C, 200°C, 400°C dan 600°C pada

julat suhu pemanasan tinggi (401-563 K)

dalam keadaan vakum, udara dan oksigen 99

Perubahan kerintangan, p /p D terhadap masa

dalam dedahan perseki taran (udara) bagi saput

30°C, 200°C. 400°C dan 600°C 101

Perubahan kerintangan. p /p c terhadap masa dalam dedahan

gas oksigen bagi saput 30°C. 200°C, 400°C dan 600°C 103

Perubahan kerintangan. p /p 0 terhadap masa dalam dedahan

gas helium bagi saput 30°C, 200°C, 400°C dan 600°C 104
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4 42

Perubahan kerintangan. p /p c terhadap masa dalam dedahan 

gas oksigen, persekitaran (udara) dan gas helium 

bagi saput suhu bilik (30°C)

Perubahan kerintangan, p /p c terhadap masa dalam dedahan 

gas oksigen, persekitaran (udara) dan gas helium 

bagi saput suhu bilik (200°C)

Perubahan kerintangan, p /p 0 terhadap masa dalam dedahan 

gas oksigen, persekitaran (udara) dan gas helium 

bagi saput suhu bilik (400°C)

Perubahan kerintangan, p /p 0 terhadap masa dalam dedahan 

gas oksigen, persekitaran (udara) dan gas helium 

bagi saput suhu bilik (600°C)

Perubahan kerintangan terhadap tekanan udara bagi 

saput yang disepuh lindap pada suhu 600°C yang diukur 

dalam kebuk vakum pada suhu bilik 

Perubahan kerintangan terhadap masa penyimpanan 

bagi saput SnO: yang disepuh lindap pada suhu 60 0nC 

apabila disimpan dalam desikator (a) dan 

didedahkan dalam udarakasa (b)

Perubahan ketumpatan arus. J terhadap per tambahan 

nilai voltan. V bagi saput terapit AI-SnO:-Al 

sebelum didedah dalam ruang desikator 

Tebal saput SnO; adalah 50 nm

G raf  ketumpatan arus, J melawan kuasa dua voltan, V 2 

pada suhu bilik dengan tebal saput SnO; adalah 50 nm. 

G ra f  In 9 melawan salingan suhu (1/T) saput terapit 

Al-SnO;-Al  yang tidak didedahkan 

Perubahan ketumpatan arus, J terhadap pertambahan 

nilai voltan, V bagi saput terapit Al-SnO;-Al  selepas 

didedah dalam ruang desikator  selama 3 bulan 

Tebal saput SnO; adalah 50 nm
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109 

112
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4 49 
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4 52
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4 55 
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G ra f  In J melawan V 12 bagi saput terapit yang 

didedah dalam desikator selama 3 bulan

dalam julat suhu 222 K hingga 297 K 124

Perubahan kecerunan,  m (daripada Rajah 4 43)  terhadap

salingan suhu 1/T bagi saput terapit Al-SnO;-AI yang

didedah dalam desikator selama 3 bulan 125

Perubahan ketumpatan arus, J terhadap nilai voltan, V

bagi saput terapit sebelum dedahan dan selepas dedahan

yang diukur pada suhu bilik 127

Perubahan kapasitans, C terhadap ketebalan saput SnO;

pada frekuensi tetap 100 kHz 129

Perubahan kapasitans, C terhadap songsangan ketebalan

saput SnO; pada frekuensi tetap 100 kHz

Cp = 0.1556 nF dan er = 7 709. 130

G ra f  songsangan kapasitans. 1/C terhadap ketebalan 

saput S n 0 2 pada frekuensi tetap 100 kHz

Cs = 0 0256 nF dan e, = 7 8468 132

Model  kapasitans selari dan sesiri 133

Perubahan kapasitans terhadap frekuensi dalam julat

suhu 180 - 300 K Tebal saput S n 0 2 adalah 50 nm 134

Litar setara bagi susunan sampel terapit AI-SnO;-AI 135

Perubahan kapasitans terhadap perubahan suhu pada julat

frekuensi 0 1 - 100 kHz Tebal saput S n 0 2 adalah 50 nm 137

Perubahan kekonduksian a u terhadap frekuensi pada julat

suhu 180 - 300 K Tebal saput tipis SnO; adalah 50 nm 139

Perubahan kekonduksian a.u. a  terhadap salingan suhu

pada julat frekuensi berbeza 141

Perubahan kecerunan g ra f  pada Rajah 5.35 (s) terhadap

perubahan suhu dalam julat frekuensi 100 - 400 Hz 143

Perubahan lesapan dielektrik. tan 5 terhadap frekuensi

pada julat suhu 180-300 K Tebal saput SnO; = 50 nm. 146



a - pemalar kekisi

A - pemalar kekonduksian

Al - bacaan penganalisis pertama

A2 - bacaan penganalisis kedua

A* - pemalar Richardson

A, - penyerapan

AES - Spektroskopi Elektron Auger

A - luas kawasan berkesan atau akt if

a  - pemalar penyerapan optik

(3, - lebar setengah puncak

PPF - pekali penurunan medan Poole-Frenkel

(3, - pekali penurunan sawar Schot tky

c - pemalar kekisi

C - kapasitans

Cp - kapasitans selari

O  - kapasitans sesiri

C m - kapasitans unggul

C 5 - kapasitans keseluruhan

J  - ketebalan saput

d - jarak kekisi

dhki - nilai pemisahan

e - cas elektron

e0 - ketelusan ruang bebas

e, - ketelusan relatif bahan



Dhki - saiz hablur

A  - beza fasa

AA - tenaga pengaktifan

E - medan elektrik

E, - paras penerima

Ei - paras penderma

Eg - jurang tenaga

E, - kedalaman perangkap

f  - frekuensi

h - pemalar Planck

1 - keamatan sinar yang terpancar

I0 - keamatan sinar yang menuju saput

1/10 - keamatan relatif

J - ketumpatan arus

J0 - ketumpatan arus medan rendah

k - nombor gelombang

k - pemalar Boltzmann

k - pemalar pemupusan

K - faktor uniti

L - lapisan kedalaman

X - panjang gelombang

m - bilangan avunan di antara dua ekstrima

yang terjadi pada dan X 

n - tertib

n« - kepekatan elektron

/; - indek biasan

n. - indeks biasan kompleks

N c - ketumpatan keadaan berkesan dalam bahan

N D - ketumpatan penderma

Nj - ketumpatan permukaan yang dijerap oksigen

N t - kepekatan perangkap



ketumpatan gas yang dijerap 

kerintangan

kerintangan pra-eksponen 

bacaan pengkutub per tama 

bacaan pengkutub kedua 

tekanan udara 

cas ion

jarak kedudukan berhampiran 

rintangan elektrod 

pemalar pantulan 

rintangan dalaman saput 

parameter rintangan 

rintangan keping 

pantulan 

indeks eksponen 

kekonduksian

kekonduksian medan rendah

suhu mutlak

suhu sepuh lindap

suhu pemanasan

Pemancaran

masa dedahan

masa dedahan dengan p bertambah secara

logarithma

masa rehat berkesan

lesapan dielektrik

sudut Bragg

nisbah cas bebas terhadap cas terperangkap 

tenaga keupayaan elektron dalam medan 

coulomb

tenaga keupayaan oleh daya imej



4>PF - sawar Poole-Frenkel

4>s - sawar Schot tky

4>u - sawar keupayaan

W - sudut azimat

u - parameter  dalaman

|i - mobiliti pembawa / kelincahan

v - frekuensi cahaya

V - voltan

VT - vol tan transisi

V JFL - vol tan ambang

iVm - tinggi sawar yang dipisahkan oleh jarak pasangan

x - jarak elektron dari permukaan logam

X - saiz kehelan

co - frekuensi sudut

comin - frekuensi minimum.
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L A M PIR A N  T A JU K  M U K A SU  RAT

Lampiran A Data Piawai Kad ASTM  21-1250 bahan SnOj 162

Lampiran B Data Piawai Kad ASTM 6-395 bahan SnO 163

Lampiran C Data Piawai Kad ASTM 4-673 bahan Sn 164



PE N G E N A L A N

1.1 Pengenalan

Kajian terhadap perilaku fizik sesuatu bahan telah diselidiki hampir seratus 

tahun yang lalu Kini kajian ke atasnya telah meluas kepada beberapa cabang tertentu 

dengan setiap satunya berbeza antara satu dengan yang lain Keadaan ini berlaku 

kerana perkembangan sains dan teknologi  yang amat pantas Salah satu cabang fizik 

yang semakin meluas sekarang adalah bidang saput tipis

1.2 Saput tipis

Saput tipis adalah lapisan bahan pepejal samada logam. semikonduktor  atau 

penebat yang sangat nipis dengan ketebalan diantara beberapa nanometer  (10‘ m) dan 

mikrometer  ( lO^m)  yang diselaputkan di atas substrat (bahan sokong) . la terbentuk 

secara kondensasi  atom, molekul atau wap pada suhu permukaan substrat dan dalam 

keadaan perseki taran tertentu Ketipisannya telah menghasilkan beberapa sifat 

berbeza dengan sifat pukalnya. di antaranya adalah mempunyai  sifat yang boleh 

dikawal. saiz boleh dimampat atau dikecilkan. hanya menggunakan tenaga elektrik 

yang kecil. lebih ekonomi berbanding bahan pukal dan dapat disediakan secara 

komersial (Samsudi Sakrani. 1996)



1.2.1 M ekanism e pem bentukan

Mekanisme pembentukan saput tipis berbeza daripada satu kaedah 

penyediaan dengan kaedah penyediaan yang lain Secara umum. ia bergantung kepada 

interaksi a tom-atom dalam pertumbuhan saput dan antara a tom-atom dengan substrat 

yang digunakan sebagai bahan sokong  Ia terbahagi kepada tiga keadaan berbeza 

mengikut  : (a)  per tumbuhan lapisan demi lapisan (mekanisme van der Merve),  ( b) 

nukleasi tiga dimensi ; pembentukan,  pertumbuhan dan percantuman pulau-pulau 

(mekanisme Volmer-Weber)  dan (c) penyerapan ekalapis dan jujukan nukleasi pada 

lapisan atas (mekanisme Stranski-Krastanov) Dalam kebanyakan keadaan,  

mekanisme yang diambilkira adalah (b ) (Eckertova,  1986)

Peringkat pertumbuhan saput tipis boleh diperolehi melalui cerapan imbasan 

elektron mikroskopi  terhadap saput yang telah disejatkan Peringkat per tumbuhan 

terbahagi kepada empat peringkat Peringkat pertama adalah penukleasan titik-titik 

kecil a tom atau wap yang dijerap pada permukaan substrat dan bersatu dengan rantau 

yang stabil Peringkat kedua adalah pembentukan rantau atau pulau yang berlaku 

dalam masa singkat dengan angkutan jisim hampir I 0 18 atom cm '  s '1 Pulau-pulau tadi 

semakin besar dan membentuk s truktur  jaring yang mengandungi terusan dikenali 

sebagai lubang profil hablur Peringkat terakhir adalah proses pengisian terusan oleh 

penyejatan yang ber terusan sehingga saput tipis yang seragam terhasil.

1.2.2 K aedah penyediaan

Umumnva saput tipis disediakan dengan kaedah fizik dan kaedah kimia 

Kaedah fizik melibatkan proses penjanaan wap bahan daripada fasa terkondensasi  

cecair atau pepejal. perpindahan w ap bahan daripada sumber sejatan ke substrat dan 

kondensasi wap bahan ke atas permukaan substrat untuk membentuk saput  Proses 

tersebut selalunya terlibat dalam teknik penyejatan atau percikan Penyejatan adalah 

satu teknik yang agak lama telah digunakan Binaan asasnya terdiri dar ipada kebuk



vakum, sistem pam resapan dan pam putaran (Karim Deraman,  1996) Ini 

dibincangkan secara terperinci dalam bab IV.

Kaedah pemendapan secara kimia pula melibatkan pembentukan saput hasil 

dar ipada tindakbalas bahan kimia melalui bantuan terma Kesan terma keatas 

pemendapan wap bahan kimia membantu mempercepatkan t indakbalas juzuk bahan 

berlaku dengan sempurna Salah satu kaedah kimia fasa gas yang agak popular adalah 

teknik pemendapan wap bahan kimia (CVD) (Karim Deraman,  1996)

1.2.3 K egunaan saput tipis

Kegunaan saput tipis terutamanya dalam industri elektronik telah mengalami 

perkembangan yang pesat sekali Kepesatan yang berlaku kini menunjukkan bahawa 

berbagai-bagai peralatan yang serba canggih telah direka cipta Perubahan saiz 

dimensi kamera,  kalkulator dan komputer  adalah sebahagian besarnya merupakan 

sumbangan saput tipis Teknologi  saput tipis merangkumi bidang berbagai disiplin 

seperti sains bahan, fizik keadaan pepejal, semikonduktor,  kimia dan kejuruteraan 

elektronik. Ia menjadi penting dengan berkembangnya peralatan elektronik serba 

canggih yang memerlukan gabungan komponen-komponen elektronik yang lebih 

kompleks untuk menghasilkan litar terkamil atau cip bagi kompute r  dan robot

Dalam bidang mikroelektronik.  berbagai-bagai komponen saput tipis samada 

pasif seperti perintang atau akt i f contohnya diod telah dibina Keadaan tersebut 

memberikan kelebihan kepada peralatan berkenaan apabila sedikit sahaja tenaga 

diperlukan untuk mengoperasinya Dalam bidang optoelektronik pula, penderia saput 

tipis seperti penderia gas telah dibangunkan berasaskan kepada bahan tertentu 

terutamanya logam oksida, seperti P d - L a ; 0 j - I n ;0 ;  (Noboru dan Norio.  1992), fenk 

oksida, Fe ;0? (Kohl, 1992) dan timah (IV) oksida, SnO; (D erm am e dan Sanjines. 

1992)



Dalam kajian ini bahan yang digunakan adalah timah (IV) oksida. S n 0 2 la 

merupakan semikonduktor  generat jenis-n dengan jurang tenaga adalah sekitar 2 2 eV 

hingga 3.93 eV (Melsheimer dan Ziegler, 1985) Kajian keatas saput tipis 

pengkonduksi  lutsinar S n 0 2 telah menarik minat ramai penyelidik kerana 

penggunaannva yang meluas dalam teknologi saput tipis. Ia boleh digunakan sebagai 

pelindung sinaran terma Kepantulannya yang tinggi dalam julat inframerah (IR) 

adalah menyamai beberapa bahan logam. la juga  memancarkan haba dengan baik 

walaupun dalam keadaan penebat Oleh yang demikian, ia mempunyai  penggunaan 

meluas dalam penukaran tenaga terma-suria, pemanasan suria, cermin haba dan 

penebat terma dalam lampu Sel suria hetero-simpang dengan lapisan lutsinar 

pengkonduksi  mengakibatkan kebarangkalian memfabrikasi sel suria adalah dengan 

harga murah Sel suria ini boleh meningkatkan kepekaan dalam daerah ber tenaga 

foton tinggi spektrum suria (Barsan el al. , 1989). Selain dari itu ia juga  digunakan 

untuk mengesan gas  toksik dan gas penurunan dalam udara seperti karbon monoksida 

(CO),  metana (C H 4) dan hidrogen (H 2). Kekonduksiannya yang berubah dalam saput 

m enyebabkan perubahan dalam ketumpatan pembawa dan ini membolehkan spesis gas 

diserap kepada permukaan bahan (Noboru dan Norio,  1992).

1.3 Skop kajian

Kajian terdahulu menunjukkan saput tipis S n 0 2 telah disediakan secara 

penyejatan terma (Demiryont  dan Nietering, 1989 dan Rahman el a l . 1987), percikan 

(Advani dan Jordan,  1980), semboran pirolisis (Karim Deraman,  1986) dan cetakan 

skrin (Noboru dan Norio.  1992 dan Bessais el al., 1993) Penggunaan pelbagai 

teknik penyediaan tersebut  telah menghasilkan saput tipis yang mempunyai  sifat 

berbeza, Kebanyakan kajian hanya ditumpukan kepada sifat elektrik arus terus, sifat 

optik dan st ruktur saput dan boleh dikatakan amat  kurang penyelidikan dilakukan 

keatas ciri ketumpatan arus-voltan (J-V), pengukuran kekonduksian arus ulangalik 

(a.u) dan kesan pendedahan persekitaran (atmosfera dan gas). Justeru itu. satu kajian 

perlu dilakukan bagi mendapatkan maklumat  tentang aspek yang telah dinyatakan 

Disamping pengukuran sifat s truktur dan sifat optik untuk dibandingkan dengan



keputusan yang telah diperolehi oleh penyelidik lain Data  yang diperolehi amat 

berguna bagi mendapatkan maklumat  awal tentang kemungkinan penggunaan saput 

tipis S n 0 2 sebagai penderia gas Secara keseluruhan, objekt if  kajian ini boleh 

dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu

1) Menyediakan saput tipis polihablur SnO; pada suhu 

sepuh lindap berbeza-beza

2) Mengkaji perubahan kerintangan saput tipis S n 0 2 dalam 

dedahan gas oksigen. helium dan udara sebagai asas dalam 

fabrikasi penderia gas

3) Mencirikan sifat optik SnO; berdasarkan kesan suhu 

sepuh lindap dan kesan ketebalan saput

4) Mengkaji perubahan J-V ke atas s t ruktur terapit Al-SnO;-Al  

sebelum dan selepas dedahan dalam desikator

5) Mengukur  sifat dielektrik bahan SnO; pada suhu bilik

Tesis ini terbahagi kepada lima bab Bab II menerangkan tentang sifat SnO; 

iaitu sifat struktur,  sifat optik dan sifat elektrik serta penggunaannya sebagai penderia 

gas, cermin haba dan sel suria Bab III membincangkan eksperimen yang dilakukan 

keatas saput SnO; bemiula daripada peralatan yang digunakan, penyediaan sumber 

dan bahan, proses sepuh lindap serta beberapa pengukuran keatas bahan Bab IV 

memaparkan hasil eksperimen dan perbincangan ke atas hasil yang diperolehi Akhir 

sekali keseluruhan kajian diringkas dan disimpulkan dalam Bab V beserta dengan 

cadangan untuk penyelidikan seterusnya.
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